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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

1988 ∆ιδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα Επιστήµης & Μηχανικής των Υλικών, ΜΙΤ, ΗΠΑ. 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής “Growth of thin Si3N4 films and study of their electronic characteristics” 
Επιβλέπων  Prof. R.C. Gatos (ΜΙΤ, 1988) 

1981 ∆ίπλωµα του Μεταπτυχιακού Τµήµατος Ηλεκτρονικής-Ραδιοηλεκτρολογίας, Α.Π.Θ. 

1978 Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

Αγγλκά (πολύ καλά), Γαλλικά (µέτρια), Γερµανικά (µέτρια). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• φασµατοσκοπίες απορρόφησης ακτίνων Χ (µε ακτινοβολία synchrotron) EXAFS & NEXAFS,  

• χαρακτηρισµός ηλεκτρικών  ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων (C-V, I-V, DLTS),  

• φασµατοσκοπίες ηλεκτρονίων (Auger, XPS),  

• τεχνολογία πλάσµατος για την ανάπτυξη και την κατεργασία υλικών, 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 

2000-2001 Μέλος της 5-µελούς επιτροπής εργασίας για την αξιολόγηση του ΑΠΘ από την CRE (EUA). 

1997… Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ΠΜΣ «Φυσική Υλικών»(υπεύθυνη για : πρόγραµµα σπουδών, ξένους 
διδάσκοντες, εσωτερική αξιολόγηση, σεµινάρια, θερινό σχολείο) 

1997-01 Εκπρόσωπος του Τµήµατος Φυσικής στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων (SOCRATES/ERASMUS) του Α.Π.Θ. 

1997  Μέλος της Επιτροπής αυτο-αξιολόγησης για τη συµµετοχή του Τµήµατος στο Υποπρόγραµµα 4 του 
ΚΠΑ “Αποτίµηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχοµένων υπηρεσιών των δηµοσίων ιδρυµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης”. 

1991  Μέλος της επιτροπής του Τµήµατος Φυσικής για την κωδικοποίηση-διαµόρφωση του 
ερωτηµατολογίου αξιολόγησης µαθηµάτων και διδακτικής ικανότητας.  

1990  Μέλος της επιτροπής του Τµήµατος Φυσικής για την διοργάνωση του 1ου Τριηµέρου Φυσικής 
(Πρόεδρος Καθ. κ. Ι. Αντωνόπουλος).  

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ / WORKSHOPS 

1997-00 Υπεύθυνη του κύκλου σεµιναρίων του ΠΜΣ «Φυσική Υλικών». 

1999 Αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς θερινού σχολείου “Advanced materials for 
industrial applications”  

1995 ∆ιοργάνωση της ετήσιας συνάντησης του δικτύου ERASMUS ICP-95-UK-1078/13. 

 (*Τοπική συντονίστρια του δικτύου ERASMUS ICP-95-UK-1078/13). 

1993-…. Σύνταξη και έκδοση του αγγλόφωνου Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Φυσικής.  
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1991  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου Φυσικής.  

1991  Ταµίας της οργανωτικής επιτροπής του VII Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 European Synchrotron Radiation Society (εκλεγµένη εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ∆Σ 1995-99),  

 Ελληνική Εταιρεία Επιστήµης & Τεχνολογίας της Συµπυκνωµένης Ύλης (µέλος του ∆Σ 1997-2002),  

 MRS & ΣΧ. 
 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ : 15 (Σε διεθνή συνέδρια & ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό). 
 
ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.     

 J. Appl. Physics,  

 Appl. Physics. Lett.,  

 Nuclear Instr. & Methods B,  

 Diamond & Related Materials. ,  

 J of Nanoscience & Natonechnology,  

 J. Solid State Chemistry,  

 Γ.Γ.Ε.Τ. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ        

 Τµήµα Φυσικής : Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Επιφανειών & Εφαρµογές, Εργαστήριο Γενικής 
Φυσικής, Εργαστήριο Οπτικής. 

 Τµήµα Φαρµακευτικής : Φυσική  

 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα “Φυσική Υλικών” : Μέθοδοι Ανάπτυξης Υλικών , Τεχνολογία λεπτών υµενιών ΙΙ: 
Εφαρµογές, Εργαστήριο Εκπαίδευσης στην Ερευνητική µεθοδολογία «∆ιαµόρφωση ιδιοτήτων όγκου και 
επιφάνειας υλικών σε ατµόσφαιρα πλάσµατος» 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ/∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.         

 Προπτυχιακά µαθήµατα: Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Επιφανειών & Εφαρµογές, Εργαστήριο 
Γενικής Φυσικής 

 Μεταπτυχιακά µαθήµατα: Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών, Τεχνολογία λεπτών υµενίων : Εφαρµογές, 
Εργαστήριο Εκπαίδευσης στην Ερευνητική µεθοδολογία «∆ιαµόρφωση ιδιοτήτων όγκου και επιφάνειας υλικών 
σε ατµόσφαιρα πλάσµατος» 

 
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ : Κύρια επιβλέπουσα των διδακτορικών διατριβών  

 κ. Μ. Κατσικίνη (απονεµηθεί το 2000),  

 κ. Π. Αποστολόπουλου (σε εξέλιξη). 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : περισσότερες από 10 (προ- και µεταπτυχιακές). 

ΒΡΑΒΕΙΑ /∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ /ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ.       

1973-76 : ΙΚΥ για άριστη ακαδηµαϊκή επίδοση  

1982-88 : ΜΙΤ υποτροφία  Research Assistantship. 

1996 Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή: 9th Int. Conf. on X-ray Absorption Fine Structure (Grenoble).  
(Το βραβείο παρέλαβε η υποψήφια διδάκτωρ κ. Κατσικίνη). 
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1997 Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή ιγ´ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. (Το 
βραβείο παρέλαβε η υποψήφια διδάκτωρ κ. Κατσικίνη). 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝ/ΜΙΑ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.    

 ΙΤΕ -Ηράκλειο-,  

 Hahn-Meitner Institute-Berlin,  

 BESSY-Berlin,  

 SUNY-N.Y. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ & ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο.       

 Ι.Τ.Ε.- Ινστ. Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser (από το 1990). 

 Ι.Τ.Ε. Ινστ. Χηµικών ∆ιεργασιών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας Ερευνας (από το 1995). 

 SIETEC-SIEMENS Στα πλαίσια του προγράµµατος της ΕΕ Large Scale Installation (1990-93) 

 H.M.I.-Berlin Πρόσκληση για διεξαγωγή έρευνας (6-µηνη εκπαιδευτική άδεια) και ενεργός 
συνεργασία από το 1995. 

 ΒΕSSY-Berlin Ενεργός συνεργασία από το 1990. 

 C.N.R.S-Paris Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΠΛΑΤΩΝ άρχισε και συνεχίζεται η συνεργασία 
µε τo Lab. de Physique dse Solides (∆ιευθυντής Dr. J. Chevallier).  

 Boston Univ.-USA Prof. T. D. Moustakas 

 Meijo Univ.-Japan. Prof. I. Akasaki and Prof. Amano 

 Nottingham Univ.-U.K. Prof C.T. Foxon 

 Univ. of Liverpool-U.K P. J. Goodhew 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.     

Επιστηµονικώς υπεύθυνος : 

1993-95 “Μελέτη της αδρανοποίησης βαθέων παγίδων στον ηµιαγωγό GaAs µε την µέθοδο της ανόπτησης σε 
ατµόσφαιρα πλάσµατος υδρογόνου” Χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ (πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆).  Στην 
πρόταση συµµετείχαν οι νέοι ερευνητές ∆ρ. Ι. Καλόµοιρος, ∆ρ. Α. Γκινούδη και ο κ. Α. ∆εληµήτης. 

1993- 95 Πρόγραµµα Ελληνο-Γαλλικής συνεργασίας ΠΛΑΤΩΝ “Μελέτη του υδρογόνου σε ενώσεις III - V και 
ετεροεπαφές : Επίδραση στις ιδιότητες µεταφοράς και στην απόδοση των διατάξεων”.  Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος: Ελένη Κ. Παλούρα.  Χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ & CNRS. 

1996-98 “Μελέτη της επίδρασης ατοµικού υδρογόνου στις ιδιότητες επιφάνειας και όγκου του SiC”. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ελένη Κ. Παλούρα.  Χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ (πρόγραµµα 
ΠΕΝΕ∆). Στην πρόταση συµµετέχουν ο Ελλήνας επιστήµονας από το εξωτερικό ∆ρ. Σ. Κεκτσίδης, οι 
νέοι ερευνητές ∆ρ. Ι. Καλόµοιρος, ∆ρ. Α. Γκινούδη, κ. Ε. Σιώκου και κ. Μ. Κατσικίνη. 

1996-98 “Η επίδραση του ατοµικού υδρογόνου στις ιδιότητες των ηµιαγωγών III-V : Εφαρµογή σε διατάξεις 
ετεροεπαφών”. Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Ζ. Χατζόπουλος και Ελένη Κ. Παλούρα.  Χρηµατοδότηση 
από την ΓΓΕΤ (πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆). Στην πρόταση συµµετείχαν οι νέοι ερευνητές ∆ρ. Ι. 
Καλόµοιρος και ∆ρ. Μ. Λαγκαδάς. 

1990-93 Subcontractor (contract # EG 0.32/30 03 90) στο πρόγραµµα Large Scale Installation της BESSY, 
Βερολίνο. Τίτλος προγράµµατος “Characterization of Si-Si3N4 and Si-silicide interfaces”.  

1994-96 Subcontractor (contract # EG HCM 39/291193) στο πρόγραµµα HCM της BESSY, Βερολίνο.  Τίτλος 
προγράµµατος “X-ray absorption studies of deposited and buried Si3N4 films”.  

1997-99 Subcontractor (contract # ERBFMGE CT 950031)  στο πρόγραµµα ΤMR της BESSY, Βερολίνο.  
Τίτλος προγράµµατος “X-ray absorption studies of III-V wide band gap semiconductors”.  

1999-01 Subcontractor (contract # ERBFMGE CT 950031)  στο πρόγραµµα ΤMR της BESSY, Βερολίνο.  
Τίτλος προγράµµατος “X-ray absorption studies of III-V wide band gap semiconductors”.  
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 Συµµετοχή σε ερευνητικά έργα. 

1991-93 “Οπτική µελέτη και χαρακτηρισµός διεπιφανειών ηµιαγωγού–µονωτή” Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Γ. 
Κουρούκλης, (Πολυτεχνείο, ΑΠΘ).  Χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ∆). 

1991-93 “Φασµατοσκοπική έρευνα και χαρακτηρισµός τεχνητών υπερδοµών” Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Σ. 
Βές.  Χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ∆). 

1991-93 “Advanced materials processing and materials structure and properties” Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: 
Σ. Λογοθετίδης. Χρηµατοδότηση ΕΟΚ - ΓΓΕΤ (STRIDE HELLAS 348). 

1991-93 “VLSI Design and prototyping environment” Επιστηµονικώς Υπεύθυνος Α.Π.Θ: Ν. Οικονόµου. 
Χρηµατοδότηση ΕΟΚ-ΓΓΕΤ (STRIDE HELLAS 187). 

1996-98 “Μελέτη χαοτικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας ηµιαγωγών και ηµιαγωγικών διατάξεων” Επιστηµονικώς 
Υπεύθυνος: Α. Αναγνωστόπουλος, χρηµατοδότηση από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ∆) 

 
 Συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 ΕΠΕΑΕΚ : ΠΜΣ «Φυσική υλικών».  Επιστηµονικός υπεύθυνος : Θ. Καρακώστας.   

 ΕΠΕΑΕΚ : Πρόγραµµα αυτο-αξιολόγησης του Τµήµατος Φυσικής. Επιστηµονικός υπεύθυνος : Γ. Θεοδώρου. 

 Σύγκλητος ΑΠΘ: Πρόγραµµα αξιολόγησης του ΑΠΘ από την CRE (EUA) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ. 
 

1. “Evidence for an intermediate modulated structure in the region of the β-γ transition in lead 
orthovanadate”  C. Manolicas,  E. C. Paloura, G. Van Tendeloo and S. Amelinckx, Mat. Res. Bull. 21, 
695 (1986). 

 
2. “Silicon nitride films grown on silicon below 300oC in low power nitrogen plasma” E. C. Paloura, K. 

Nauka,  J. Lagowski and H. C. Gatos, Appl. Phys. Lett 49,  97 (1986). 
 

3. “Growth and electronic properties of thin Si3N4 films grown on Si in a nitrogen glow discharge” E. 
C. Paloura, J. Lagowski and H. C. Gatos, J.  Appl. Phys. 69, 3995 (1991). 

 
4. “New application for isothermal capacitance transient spectroscopy: Identification of  tunneling in 

semiconductor-insulator interfaces” E. C. Paloura, J. Lagowski and H. C. Gatos, Appl. Phys. Lett. 58, 
137 (1991). 

 
5. “Comparative study of the properties of ultrathin Si3N4  films with Auger electron spectroscopy, 

spectroscopic ellipsometry and Raman spectroscopy” E. C. Paloura, S. Logothetidis, S. Boultadakis and 
S. Ves, Appl. Phys. Lett. 59, 280 (1991). 

 
6. “Modifications in a-Si:H during thermal annealing: In-situ spectroscopic ellipsometry” S. 

Logothetidis, G. Kiriakidis and E. C. Paloura, J. Appl. Phys. 70, 2791 (1991). 
 

7. “Effect of doping on electron traps in metalorganic molecular-beam epitaxial GaxIn1-xP/GaAs 
heterostructures” E. C. Paloura, A. Ginoudi, G. Kiriakidis and A. Christou, Appl. Phys. Lett. 59, 3127 
(1991). 

 
8. “Deep level analysis of undoped GaxIn1-xP/GaAs single heterojunctions grown by MOMBE and 

MOVPE” E. C. Paloura, A. Ginoudi, G. Konstandinidis and G. Kiriakidis, Sensors and Actuators A 33, 63 
(1992). 

 
9. “Electrical and structural properties of Ga0.51In0.49P/GaAs heterojunctions grown by metalorganic 

vapor-phase epitaxy” E. C. Paloura, A. Ginoudi, G. Kiriakidis, N. Frangis, F. Scholz, M. Moser and A. 
Christou, App. Phys. Lett. 60, 2749 (1992). 

 
10. “Low temperature DC characteristics of S- and Si-doped Ga0.51In0.49P/GaAs high electron mobility 

transistors grown by metalorganic molecular beam epitaxy” A. Ginoudi, E. C. Paloura, G. 
Konstandinidis, G. Kiriakidis, Ph. Maurel, J. C. Garcia and A. Christou, Appl. Phys. Lett. 60, 3162 (1992). 

 
11. “On the identification of N-dangling bonds in SiN films using X-ray absorption studies” E. C. Paloura, 

A. Knop, K. Holldack, U. Döbler and S. Logothetidis, J. Appl. Phys. 73, 2995 (1993). 
 

12. “Comparative studies of SiN thin films with conventional and synchrotron radiation ellipsometry” J. 
Petalas, S. Logothetidis, A. Markwitz, E. C. Paloura, R. L. Johnson and D. Fuchs, Physica B 185, 342 
(1993). 

 
13. “Structural and electrical properties of the Ga0.68In0.32P/GaAs heterojunction grown by MOMBE” 

N. Frangis, A. Ginoudi and E. C. Paloura , Mat. Science Forum 126-128, 579 (1993). 
 

14. “Performance of GaxIn1-xP/GaAs heterojunctions grown by MOMBE and MOVPE” A. Ginoudi, E. 
C. Paloura and N. Frangis,  J. Appl. Phys. 75, 2980 (1994). 

 
15. “Chemical bonding and interface analysis of ultrathin silicon-nitride layers produced by ion 

implantation and electron beam rapid thermal annealing (EB-RTA)” A. Markwitz, H. Baumann, E. F. 
Krimmel, R. W. Michelmann, C. Mauer, E. C. Paloura, A. Knop and K. Bethge, Appl. Phys. A 59, 435 
(1994). 

 
16. “On the effect of bonded hydrogen in the local microstructure of PECVD SiNx:H films” E. C. 

Paloura, Y. Kyo and W. Braun,  Physica B 208&209, 562 (1995). 
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17. “Characterization of buried SiNx films with EXAFS and NEXAFS” E. C. Paloura, A. Mertens, W. 

Frentrup, U. Döbler, A. Knop and W. Braun, Physica B  208&209, 509 (1995). 
 

18. “Surface modification of α-SiC thin films with ex-situ hydrogenation” J. Kalomiros, E. C. Paloura, A. 
Ginoudi, S. Kennou, S. Ladas, Ch. Lioutas, N. Vouroutzis, G. Voutsas, D. Girginoudi, N. Georgoulas, A. 
Thanailakis, Solid State Commun. 96, 735 (1995) . 

 
19. “Characterization of ex-situ hydrogenated amorphous SiC thin films by X-ray photoelectron 

spectroscopy” S. Kennou, S. Ladas, E. C. Paloura, J. A. Kalomiros, Appl. Surf. Science 90, 283 (1995). 
 

20. “Optical properties of thin SiC films : Surface modification by ex-situ hydrogenation” C. Janowitz, J. 
Kalomiros, A. Ginoudi, E. C. Paloura, R. L. Johnson, Solid State Commun. 99, 29 (1996). 

 
21. “Microstructural characterization of stoichiometric buried Si3N4 films” E. C. Paloura, A. Ginoudi, A. 

Markwitz, Ch. Lioutas, M. Katsikini, K. Bethge, S. Aminpirooz, H. Rossner, E. Holub-Krappe, T. Zorba, 
D. Siapkas , Nucl. Instr. & Methods B 113, 227 (1996) 

 
22. “The effect of ion implantation in the microstructure of Si3N4 films: an X-Ray absorption study” E. 

C. Paloura, A. Mertens, K. Holldack, Nucl. Instr. & Methods B 113, 231 (1996). 
 

23. “Characterization of stoichiometric surface and buried SiN films fabricated by ion implantation 
using extended X-ray absorption fine structure” E. C. Paloura, C. Lioutas and A. Markwitz, J. Appl. 
Phys. 80, 2720 (1996). 

 
24. “Microstructure modifications induced by bonded hydrogen in N-rich SiNx:H films” E. C. Paloura, 

Ch. Lioutas, N. Vouroutzis, W. M. Arnoldbik, F. H. P. M. Habraken, Y. Kuo, J. Appl. Phys, 80, 5742 
(1996). 

 
25. “Application of near-edge X-ray absorption fine structure for the identification of hexagonal and 

cubic polytypes in epitaxial GaN” M. Katsikini, E. C. Paloura, T. D. Moustakas, Appl. Phys. Lett. 69, 
4206 (1996). 
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